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物理所宽带隙半导体SiC非磁性掺杂研究取得进展 
 

 

物理研究所   

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室陈小龙研究组采用非

磁性Al元素对SiC进行掺杂，获得了Al掺杂的4H-SiC单相样品。磁性测量结果

表明，通过掺杂Al元素（~0.75atm%）在样品中建立了长程磁有序和自旋玻璃

共存的现象，即玻璃态铁磁性。一种可能的解释为：Al原子最外层为3个电

子，比Si最外层少1个电子，通过Al元素的掺入，在SiC中引入了未成对电

子，导致自旋磁矩的存在。这些自旋磁矩通过缺陷作为耦合途径有可能在相当

大的范围内显现长程自旋有序。此外，SiC在掺杂过程中极易出现多晶型SiC

共存现象一直是困扰研究人员的一个难题。本研究发现Al元素掺杂具有明显

的稳定4H-SiC晶型的作用，为微量元素掺杂稳定SiC晶型提供了一个新的方

法。该研究结果为宽禁带半导体中实现自旋长程有序提供了一条新的途径，同

时加深了对稀磁半导体磁性起源的认识。 

该成果发表在近期出版的《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 131

(2009) 1376-1377)上。 

长期以来，过渡元素（Fe, Mn, Co等）掺杂稀磁宽带隙半导体的磁性来

源问题一直存在着很大争议。主流观点认为，由于样品制备条件的差异，大多

数过渡元素掺杂宽带隙半导体的磁性来源于磁性杂质的干扰或磁性原子在基体

形成团簇所致，而不是掺杂材料的本征特性。因此，通过掺杂非磁性元素可以

有效地避免磁性杂质的引入，排除磁性杂质的干扰，可以为探讨稀磁半导体的

磁性来源提供理想的实验体系。这对深入认识宽带隙半导体中自旋长程有序的

机制有着重要学术意义。 

该研究项目得到了中国科学院，国家自然基金委和科技部等资助。 
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